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【はじめに】次世代通信システムでは、RF 増幅器の更なる高周

波化、高効率化、高線形性が要請されている。その主要素子とし

て GaN系 HEMTはこれまで以上の性能向上が期待されており、

バリア層として高 Al組成 AlGaNや InAlNの研究が進められ、ま

た、大振幅動作時の効率・線形性の点から、絶縁ゲート HEMTの

検討も行われている。しかし、絶縁膜/AlGaN の界面特性に関し

ては不明な点が多く、特に、Al組成を高くした場合の特性を系統

的に調べた例は少ない。ここでは、AlxGa1-xN/GaN HEMTにMOS

構造を形成し、そのゲート制御特性を調べたので報告する。 

【実験】図 1に AlGaN/GaN HEMT構造を示す。半絶縁 SiC基板

上に、アンドープ GaN層、AlxGa1-xN層が成長された構造である。

Al組成 0.24および 0.28の 2種の試料を使用し、バリア膜厚はそ

れぞれ 20nmと 15nm、2DEG密度は 8×1012cm-2, 1.1×1013cm-2で

あった。ショットキーゲート HEMTとMOS-HEMTを作製した。

MOS-HEMTにはALDで堆積したAl2O3膜を用いた。H2Oと TMA

を原料として用い、堆積温度を 300℃とした。ゲート長は 5μm、

ゲート幅は 100μm、GD間隔は 5μmである。 

【結果と考察】図 2 にショットキーゲート HEMT(SG-HEMT)の

伝達特性を示す。2つの HEMTとも良好な特性を示した。2DEG

密度の違いを反映して、Al組成 0.24の HEMTは浅い VTHとなっ

た。また、gm最大値の相違はバリア膜厚の違いを反映している。 

次にMOS-HEMTの伝達特性を図 3に示す。両者とも、HEMT

作製後に大気アニール処理（300℃/3時間）を行っている[1]。SG-

HEMTと同様に、バリア膜厚の違いを反映して gm最大値に差が

観測された。Al組成 0.24の HEMTは、順バイアス領域において

もドレイン電流の増加が見られるが、組成 0.28 の素子は急激に

電流が飽和する。順バイアスでは、Al2O3/AlGaN界面において伝

導帯下端近傍の界面準位がイオン化し、準位密度が高い場合には

ゲート電界を遮蔽する影響が大きい。そのため、AlGaN表面ポテ

ンシャルのゲート変調が阻害され、2DEG密度が変化しなくなり

順バイアスでの電流線形性が劣化すると考えられる。 
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図 1. AlGaN/GaN HEMT構造 

図 2. Schottky HEMT 伝達特性 

図 3. MOS HEMT 伝達特性 
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